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様々な分野において低エネルギー領域で高い電流密度を持つイオンビームの生成・伝播が期待

されている．我々は焦点距離 350mmの凹型引き出し電極を使用することによりイオンビームが自

発的に集束し，～100eV，＞～1mA/cm2 オーダーの低エネルギー高電流密度イオンビームが実現

できることを見出した 1)．この自発的集束においては，イオンビームの引き出し条件を適切に選

ぶことにより，イオン電流密度が低い状態から高い状態へと非線形的に変化することが観測され

る 2,3)．この現象のメカニズム解明のため，ターゲット板から 50mm の位置に静電プローブを挿

入しビームラインに対して垂直な方向の分布計測を試みた 4)．プローブはダブルプローブとして，

またシングルプローブとして用いることができるので，両者の計測を行いその結果を比較検討し

て，イオンビームがプローブ計測へ与える影響，プローブの挿入と数百 Vに及ぶプローブ電圧の

イオンビームの集束に与える影響を調べた．その結果，シングルプローブでは，負電圧の，イオ

ン飽和電流の計測時には大きな影響が無いが，正の電圧時には，中心イオン電流密度が大きく減

少することが観測された．これはプローブ電圧がビームの集束に影響している可能性を示してい

る．一方ダブルプローブでは，中心イオン電流密度へのプローブ電圧の影響は小さく（10％以下），

ビームの集束への影響は限定的であると考えられる．講演では，シングルとダブルプローブ，フ

ァラデイカップの測定結果を総合して，イオンビームが流れている非一様空間におけるプラズマ

パラメーターの計測法，および解析法について発表を行う予定である． 
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